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摘        要 

本論文利用射頻磁控濺鍍法濺鍍氧化銦錫透明導電薄膜分別於石英玻璃與

p 型氮化鎵之上，首先濺鍍於石英玻璃上探討製程參數對 ITO 導電薄膜的光學特

性以及電學性質的影響；其後將 ITO 濺鍍在 p 型氮化鎵上研究透明導電薄膜與

半導體間的接觸特性，最後用於發光二極體元件上對於元件特性作一分析。 

從實驗中發現在室溫下所濺鍍出的氧化銦錫導電薄膜，利用快速熱退火處理

在氮氣環境下可以有效的降低片電阻值，並且在 600oC 退火時間 30 秒時得到最

低的片電阻值為 12.18Ω/□且在藍光區透光度為 80％以上。並且從 XRD 的分析上

得到在氮氣環境下退火氧化銦錫薄膜從非晶結構到以（222）方向為擇優取向，

而氧氣環境下退火則發現薄膜呈現（400）方向為擇優取向。再與薄膜的電學特

性作比較發現以此方法濺鍍出的 ITO 薄膜（222）的結晶方向較有利於載子的傳

導因此有較佳的電阻值。並且在霍爾量測的結果得到氮氣環境下退火的薄膜可以

有效的活化內部的載子以此做一印證。並且從穿透光譜所量測出來的結果發現退

火中所使用的氣體，使用氮氣的比例含量提高則穿透光譜的峰值有往短波長移動

的趨勢。 

而使用 NiO 作為 ITO 與 P 型氮化鎵接觸的介層，在氧氣環境下退火 550oC30

秒所得到的特性接觸電阻將有效的改善至 2.26 x10-3 Ω-cm2，而在製程上應用至

氮化鎵發光二極體得到啟動電壓為 3.28V 與阻值為 47.8Ω，並且發光二極體的發

光強度提升的 50％。 


